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我们在以前的工作基础上利用真空离子束辅助沉积技术 在 栅极表面镀上一

层 川
‘

膜
,

并对镀后的样品进行试验和分析
,

证实了 是一种理想的抑制栅发射的材料

实 验
将实验管用的 。 平面栅极进行清洁处理

,

然后在氢炉中 退火
,

退火后将 。 平
面栅极装在 设备样品台上

,

进行离子辅助沉积镀上一层 膜 将镀完的样品进行模拟

电子管栅极发射实验
实验采用平板阴极与平板栅极相对的形式 极间距离为 一 ,

栅极电流用微安表测

量 精度为 尸 阴极用贮存式氧化物阴极
,

将阴极分解
、

激活
、

老炼后
,

开始进行栅极发

射试验 阴极温度保持在
“

左右
,

栅极温度保持在
“ ,

使阴极的活性物质充分向栅极

蒸散
,

以模拟微波栅控管的真实工作环境
,

每隔 测量一次栅发射电流 后
,

为
一

了证

明栅极温度对栅发射的影响
,

栅极温度升为
,

继续试验
,

直到栅发射电流增加很快
,

然

后停止寿命试验

, 一 一

收到
, 一 一

定稿
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时间

图 铂栅极发射电流随时间变化图

没镀错钥栅极 镀铅钥栅极

银铃的相 栅极的 形貌 图
, ,

是大量典型试验样品的 形貌分

析 图 是没有经过任何处理的镀恰的钥栅极的 形貌 从图 可以看到刚镀完未

经处理的相栅极表面较粗糙
,

表面凹 凸不平
,

极不均匀 图 为模拟 电子管中栅极发射试验

前镀恰的相栅极的 形貌
,

比较图 与 可以发现
,

经过封管后的一系列特殊处理后

的相栅极表面较平缓 这是因为在特殊处理过程中
,

镀在钥栅极表面的 进行了再结晶 叫 图

为 多小时后
,

相栅极的 形貌
,

从此图中可以看到相栅极表面上有大小为 户

的小颗粒
,

且栅极表面出现缺陷和裂痕 从镀铅的钥栅极发射实验前后的 形貌分析
,

证明

镀在钥栅极的恰膜在实验中发生了物理化学变化
,

致使栅极表面较疏松的 结构及成份发生

改变

镀铃的 相橱极的 谱 图 是没有经过任何处理的镀铅的钥栅极的 谱

其中 为 峰
, , , ,

均为单质 峰
,

而
, ,

为基底相的峰位
,

这说明镀在钥栅

极上除了大量的单质 外
,

还有少量 图 为栅极经过一系列处理后在模拟管中的
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司 镀完未处理 模拟管中栅极发射 模拟管中栅极发射
试验前 试验后

谱 可 看出 此时单质 峰值更加明显 而 峰却减弱 这说明经过特殊处理 将
有更多的单质 参与抑制作用 图 为寿命试验后的 谱

,

与图 比较明显有氧化

钡 的生成 峰位为图中
, , , , ,

还有少量的
,

和 的化合物 峰位为图中
。

镀铃的相栅极 的膜厚 图 为镀在钥栅极上 膜的截面 形貌 膜厚度为
阴 二 左右 实验表明膜厚主要由镀膜时间

、

的离子源束流所决定 【 因此离子源的

束流确定后
,

膜厚与镀膜时间有关
,

通过试验发现并不是镀膜时间越长越好
,

也就是说并不是
川

’

膜越厚越好
,

所以在镀膜过程中
,

掌握镀膜时间也很关键
相铃界面分析 图 为镀铃钥栅极的 谱图 图 的测试结果显示

,

钥铅界面的钥
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图 镀铅铝栅极膜截面的 形貌 图 镀铅的铝栅极 谱
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基底与铅膜在一定厚度范围内
,

钥与铅是以混晶形式存在
。

这说明利用离子束辅助沉积技术在

印 坛 夕
,

‘ 夕 ‘。 二乞鲜,

叮 夕
,

于
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